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(54) Detector de fotoni
(57) Rezumat:

1
Inventia se referd la domeniul microelectronicii
cu fotoni, in special la detectoarele de fotoni cu

2
datoritd credrii centrelor suplimentare de captare a
electronilor (purtitorilor de sarcind electricd

semiconductoare. 5 minoritari), ceea ce reduce recombinarea golurilor
Detectorul de fotoni contine un substrat si prin aceasta conditioneaza cresterea mobilitatii

dielectric transparent, un substrat de contact de deriva. La iluminarea detectorului de fotoni cu

transparent, de exemplu din SnO,, un substrat un flux de lumina de 1000 Ix fotosensibilitatea lui

fotosensibil semiconductor si al doilea substrat de atinge valoarea de ~0,5 PA/ecm®. Detectorul de

contact. Substratul fotosensibil este confectionat fotoni poate fi utilizat pentru masurarea suprafetei

din triseleniurd de arsen cu impuritii de staniu 10 obiectelor netransparente, precum si in calitate de

avand concentratia in limitele de 0,1...2,5% at. Al luxmetru.

doilea substrat de contact, de exemplu din aluminiu Revendiciri: 1

ori nichel, are un lucru de iesire mai mic decat al Figuri: 1

substratului fotosensibil. Adaosul de staniu in trise-

leniura de arsen majoreazd fotosensibilitatea 15
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Descriere:

(57) Revendicare:

Detector de fotoni care contine un substrat dielectric transparent, avand plasate pe el un substrat de
contact transparent, un substrat fotosensibil semiconductor, al doilea substrat de contact, caracterizat prin
aceea cd substratul semiconductor este confectionat din triselenurd de arsen cu impuritati de staniu avand
concentratia in limitele 0,1...2,5% at., iar al doilea substrat de contact este confectionat din metal cu
lucrul de iegire a electronilor mai mic decat al substratului semiconductor.
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